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１．はじめに 

Si基板上へ高品質な発光素子を直接成長により作製することは長年の課題である。近年，Si基板上の

GaAs 層成長に際し，GaAs と格子整合する Ge バッファ層を用いた成長が提案されている。我々はこれ

までに有機Ge材料を用いたGaAs/Ge構造のMOVPE成長[1]と，その上部に成長した InGaAs/GaAs多

重量子井戸(MQW)からの発光[2]を報告した。今回，MOVPE 成長した GaAs/Ge/Si 構造に対し熱サイク

ルアニールを行うことにより，成長表面のピットの減少と発光強度の増大を確認したので報告する。 

２．成長方法と評価結果 

有機 Ge 材料としてイソブチルゲルマン([C4H7]GeH3)を用い，MOVPE 装置によって[011]方向へ 4º オ

フした Si (100)基板上へ 1 mの Geバッファ層を成長した。Ge成長に続き GaAs層を 0.1 m成長し，そ

の後 MOVPE 装置を用いてアルシン(AsH3)雰囲気中で熱サイクルアニールを実施した。熱サイクルアニ

ール後にさらにGaAs層を 3 m成長し，走査電子顕微鏡(SEM)により評価を行った。Fig. 1は熱サイクル

アニール実施の有無による斜め方向 SEMの観測結果である。熱サイクルアニールの実施により，表面に

現れるピットが大幅に減少している事がわかる。 

さらに，上記構造に対し InGaAs/GaAs MQWを作製し，フォトルミネッセンス(PL)測定を行った。Fig. 2

は作製した試料の PL 測定結果である。波長 1080 nm付近で，MQW からの発光が確認された。熱サイ

クルアニールを実施した試料は，実施しなかったものに対して約 3 倍の発光強度を示し，熱サイクルアニ

ールによる結晶性の向上が示唆される。発光強度は GaAs 基板上に作製した MQW 層と比較すると 1/9

程度であるが，成長条件の最適化により，さらなる発光強度の増大を図る。 

３．まとめ 

有機Ge材料を用い，Si基板上へGaAs/Ge/Si構造をMOVPEした。本構造に対し，熱サイクルアニー

ルを実施することにより，成長表面におけるピットの低減と MQW 層からの発光強度増大を確認した。本

検討により，MOVPE 成長した GaAs/Ge/Si 構造において，熱サイクルアニールが結晶性を向上させる手

法として有望であることを示した。 
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Fig. 1 SEM images of MOVPE grown GaAs/Ge/Si structure (a) without 

and (b) with thermal cycle annealing.  
 

Fig. 2 PL spectra from InGaAs/GaAs 

MQWs on MOVPE grown GaAs/Ge/Si 

structure. 
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